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IN0.99SMo.01Se monokristallarinin elektrikkegiriciliyinin vo volt-amper xarakteristikasinin temperatur asililig1 todgiq edil-
migdir. InogeSmMo.o1Se monokristallarinda coroyankegiriciliyinin mexanizmi vo asagidaki elektrik parametrlori muoyyon
edilmigdir: tololorin konsentrasiyasi Ni=5-10'! sm, tarazliqda olan yiikdastyicilarin konsentrasiyalari po=10° sm3, tutma
omsali 6=0,12, Omik sahoadon kvadratik sahays kegid gorginliyi V12, yiikdastyicilarin yiiriikliyii £4=1,17 sm2/V/-s, tolalarin
yerlosmo dorinliyi Et=0,46 eV. Miioyyen edilmisdir ki, Ino.99Smo.o1Se monokristallar giiclii kompensasiyaya malikdirler.

Acar sozlar: tarazliqda olan asas yiikdasiyicilar, talalorin konsentrasiyalar1, nadir torpaq elementlori, tutma amsali, tololorin

yerlosma darinliyi

PACS: 71.20.Nr Yarimkegirici birlosmolor; 72.20.Fr Asag1 temperaturda nagliyyat vo harakatlilik.

Giris

Elektronikanin siiratli inkisafi yeni materiallar to-
lab edir. Malumdur ki, indium selenid (metal xalkogen)
kristallarinin fiziki xassalori hortorofli dyronilmisdir [1-
5]. Bununla belo, xarici amillorin tasiri, masalon, asqar-
larin daxil olmasi, j~kvantlarla, elektron vo monoxro-
matik olmayan isiq seli ilo siialanma vo s., ilo fiziki
xassalorini tanzimlomak mumkundir. 1no.geSmo.01Se
bark mohlullarinin monokristallarii almaq {igiin nii-
munalar Brijmen Gsulu ils yetisdirilmisdir. Diferensial
termik analiz (DTA) vo rentgen faza analizi (RFA)
analiz tisullarindan istifads etmokls, tadgiq olunan mo-
nokristallarin qofos parametrlori a=4,05A, ¢=16,93A vo
elementar gofos hacmi V=240,44A miioyyen edilmisdir
[6]. Elektrofiziki xassalori 6lcmak t¢iin nimunalardon
sendvig-variant hazirlanmisdir. Kontakt materiali ola-
raq glimis pastasindan istifads edilmisdir. Niimunanin
galinligi 300mkm, kontakt alti saho  2-:102sm?
olmusdur.

Nadir torpaq elementlori yarimkegiricilords az
migdarda hall olmaya, nozaratde olmayan defektlorin
konsentrasiyalarini barpa etmays (tamizloms) va bu-
nunla da yiikdasiyicilarin yiiriikliiyliniin artmasi xasso-
larino malikdir [7].

Isin mogsodi InggeSMopSe bark mohlullarmnin
monokristallarinda carayankegiriciliyinin mexanizmini
miayyan etmok vo tololorin elektrik parametrlorini
muayyan etmokdon ibarotdir.

Tacriba va onun muzakirasi

INo.geSMo.01Se bark mohlullari monokristallarinin
volt-amper xarakteristikasinin temperatur asililigindan
(sokil 1) alinan naticalor hacmi ylklarlorin mohdudlan-
mis carayan (HYMC) nozariyyasi ilo izah edilmisdir.
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&—dieletrik sabiti; skristallarin dielektrik niifuzlugu;

6—tutulma faktoru; L— nimunenin qalinhigi; g~ yik-

dastyicilarin yirikliyii; V-verilon elektrik garginliyi.
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disturu ilo hesablanmis vo N¢=5-10' sm olmusdur.
Tarazliqda olan asas yiikdasiyicilarin konsentrasiyasi
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disturunun kémoyi ilo hesablanmis vo po= 10*%sm= ol-
musdur. 1ngg9SMo01Se monokristallik nlimunasi Ggiin
294K temperaturunda
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(4)
disturu vasitesi ilo tutulma smsalinin qiymoti mioyyon
edilmisdir vo 6=0,12

Sokil 1. Ag-Ino.ggSmomSe-Ag'sisteminin muxtolif tem-
peraturlarda volt-amper xarakteristikasi: (ayri
lor 1-125, 2-137, 3-168, 4-208, 5-294)K.

Yiikdastyicilarin ytirtikliiyl hesablamigdir:
Mo=1,17-102sm?/V's.

Np
26-N;'

E,=kTIn ()

Vo talo hallariin konsentrasiyast N, bilorok (5) dustu-
runun kdmayi ilo injeksiya coroyanina uygun olan tololorin
yerlosmo darinliyi toyin edilmisdir: E= 0,46eV.
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INg.99SMg 01Se monokristallarinda HYMC rejimi-
nin dardstliyand bilmok glin mixtslif galinliglarda 3
nimunsnin VAX-ni1 ¢ixarmaq lazimdir (Sokil 2).
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Sokil 2. Ag-1no.9eSmo.o1Se-Ag sisteminin mixtslif
qalinhiglarda VAX-lar1, L, mkm: 1 — 100;
2 -200; 3 -280. T =293 K temperaturunda.
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Sakil 3. Ino.geSmo.01Se niimunasinds muxtalif garginlik-
lords carayan sixliginin niimunonin galinhigin-
dan asililigi U, V: oyri 1-36V, 2-40V, 3-48V.

Lampert nazariyyasine goro HYMC-da corayanin
sixlig1 L3 tors giymati ilo mitonasib olmahdir (sokil 3).
[9]-cu isdo gOstorildiyi kimi ogor omik zonadan
kvadratik zonaya kecid gorginliyi Vi, temperaturdan
asithdirsa onda giiclii kompensasiya, oks halda zoif
kopenss olunmug yarimkegiricidir (sok.4).
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Sakil 4. Omik zonadan kvadratik zonaya kegid
gorginliyi Vi-2 temperaturdan asiligi.

Sakil 4-5 asason 1ng.g9SMg 01Se monokristali glicli
kompensasiyali yarimkegiricidir.

Natica

Belolikla, misyyan edilmisdir ki, 1nggeSmo.nSe
monokristalinda  caroyankegiriciliyi mexanizmi
HYMC-na ssaslanir vo agagidaki elektrik parametrlori
toyin edilmisdir: tololorin konsentrasiyasi Ni=5-10sm
3, tarazhqda olan yiikdasiyicilarin konsentrasiyasi
Po=10%sm=3, tutma omsali 0=0,12, yiikdasiyicilarin
ylrikluyt z=1,17sm?/V-s, lokal saviyyslorin yerlosmo
dorinliyi £:=0,46eV. Eyni zamanda visyyon edilmisdir
ki, Ino9eSmMoo1Se monokristali giiclii kompensasiya-
lidir.
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INJECTION CURRENTS IN LAYERED SINGLE CRYSTALS Ino.9sSmo.o1Se

The temperature dependence of electrical conductivity and current-voltage characteristics of Ino.seSmo.o1Se crystals were
studied. The following electrical parameters were calculated: trap concentration Ni=5-10cm-3, equilibrium concentrations
po=10'cm’3, trapping factor 6=0.12, depth of monoenergetic levels, which is associated with the voltage of the V1.2 transition
from the ohmic section to the "trap" quadratic Et=0.05eV, charge carrier mobility u=1.17cm?/V-s, depth of the local level
responsible for the injection current Et=0.46eV. It was found that strong compensation takes place in Ino.9eSmo.01Se single
crystals.
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